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TRANSISTOR DE EFEITO DE CAMPO

Serao utilizados MOSFET de canal n de enriquecimento BS 170. Apresentam os seguintes

valores maximos admissiveis de catalogo:

Tensdo Dreno Fonte (Ups) 60V
Corrente de Dreno (Ip) 0,5A
Tensdo Porta Fonte (Ugs) +20V
Poténcia de dissipacdo (Pp) 0,83 W
Tensdo Limiar (Ugsin) 0.8-3V
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Material utilizado: Placa de circuito impresso, Multimetros digitais PD-7al; Fonte de tensdo B303D; Gerador de
Fungdies programével TTi- série TGI0I0A; Dsciloscapio TEKTRONIX série TDS 2012.

ESQUEMA DE LIGACOES NA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO
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I.1. Determinacio experimental de U;; .O TEC-MOS como inversor
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I. REGIME ESTACIONARIO

Considere o esquema de ligagdes da Fig.I.1. O sinal de entrada ¢ obtido de um gerador de

fungdes TGI0I0A e é uma onda triangular com amplitude 3 V ¢ f =1kHz. Coloque o ligador J1

na posicao inferior, o ligador J2 na posicdo superior (dreno), o ligador J3 na posicao

esquerda (Rg =0) e o ligador J4 4 direita (R, =1kQ).

a) Observe e registe os sinais u, ¢ u,, no osciloscopio TEKTRONIX.



b)

c)

I1.

Varie a tensdo E,,, obtida da fonte de tensdo b303D. Observe no osciloscopio as formas de

onda de u,(¢) para E,, =2 V;3Ved V.

Observe no osciloscopio a tensdo u, (t) quando a resisténcia de dreno toma os valores
R, =560 Q (ligador J4_a esquerda) e 1 kQ (ligador J4 a direita). Admita que £, =4V

e que a amplitude do sinal de entrada ¢ de 3 V.

R, =1kQ
R, =100 kO
Rp E,, =4V
D
Re T, - Epp
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REGIME DINAMICO

II.1. Montagem em Fonte Comum (Rs = 0)

Considere o esquema de ligagdes da Fig.Il.1. Coloque o ligador JI na posicdo superior, 0

ligador J3 na posicdo esquerda (Ry =0), ¢ o ligador J4 na posicdo direita R, =1kQ.

a)

b)

Regule R, de modo a que Ugg =2,4 V, através do valor lido no voltimetro (PD-7al) V.

Se a tensdo Upg, lida no voltimetro (PD-Tal) V2 com J2 colocado na parte superior

(tensdo de dreno), for inferior a 1 V, regule Epp para que E,,/4<U, <3E,, /4.

Registe R, € Epp, que ndo deverd modificar em toda a experiéncia do ponto I1.1. Para a

medida da resisténcia R, do reostato deverd desligar J1, J4 e a fonte Epp. Registe os
valores lidos nos voltimetros Vi e V.
Ajuste a amplitude do sinal sinusoidal de entrada (obtido do gerador de fungdes TGI0I0A)

fazendo Uy=50 mV (100 mV pico a pico) e f=10 kHz. Observe no osciloscopio e

registe os sinais U, e U,,, com J2 na posicdo superior (dreno).
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E, =20V
R, =1kO
Ry Rp R =R =39 kQ

R, =0-47kQ
C. =55 F
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Fig.IL1-

c) Repita o procedimento para f= 10, 100, 400, 500 e 600 kHz, registando os valores

obtidos para a amplitude do sinal a saida.

d) Mantendo Uy=50 mV e f=1 kHz, registe os valores da amplitude da tensdo a saida

quando Rp =560 Q (J4 na posi¢do esquerda) e 1kQQ (J4 na posicdo direita).

e) Ajuste Uy=1V,f=1kHze Rp=1kQ. Registe o sinal obtido a saida u,,.

I1.2. Montagem com resisténcia de fonte (fonte comum com degeneracao)

Considere o circuito da Fig.I1.2. Considere J3 na posicao central.

a) Regule os valores do potencidometro R» e/ou da bateria Epp, num procedimento analogo ao
efectuado em II.1, ou seja, de modo a que a de modo a que Ugs seja aproximadamente
igual a 2,4 V. Registe os correspondentes valores, assim como os valores das tensdes lidas

nos voltimetros Vi e V2 com o ligador J2 na posi¢cdo superior (tensdo no dreno) ou na

posicao inferior (tensdo na fonte).

b) Considere o ligador J1I na posi¢do superior (sinal). Ajuste a amplitude do sinal sinusoidal

de entrada (obtido do gerador de fungdes TGI0I0A) para Up= 50 mV e f= 10 kHz. Registe as

amplitudes dos sinais, observados no osciloscopio, u, (J2 na posi¢do superior) € ug (J2 na

posicdo inferior). Se os sinais de saida se apresentarem distorcidos, altere o valor da fonte

Epp (B303D ) para atenuar esse efeito e repita as medidas feitas em a).

Considere agora o ligador J3 colocado simultaneamente nas posicdes central e direita

(inclusdo do condensador de contorno Cs). Mantenha o sinal de entrada com as caracteristicas

atras definidas, isto ¢, Uy=50 mV e f= 10 kHz.
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c¢) Com o ligador JI na posicao superior, registe a amplitude do sinal observado no

osciloscopio, u,, (J2 na posi¢do superior).

E,, =20 V
R, =1kQ
§ Ri % Rp R, =560 Q
R, =10 Q
R =39 kQ
D I L ]
CG Tr — EDD
| —s G, I C,=C,=5,5 pF
_| Cs
Ui - up
us
-Fig.I1.2-
MODELO PARA O PSPICE

.model N4007 NMOS(Level=1 Kp=438u Vto=1.3 Lambda=.01 W=30u L=10u Gamma= 2 Xj=0
Tox=1200n Phi=.6 Cbd=2.0p Cbs=2.0p Pb=.8 Is=16.64p N=1 Cgso=.1p Cgdo=.1p)
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